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(57) Abstract: A field effect transistor is known in 
which at least one vertically arranged semiconductor 
column, with a diameter in the nanometre range, is lo- 
cated between a source and a contact and has an annu- 
lar surround of a gate contact with retention of an in- 
sulation gap, A simplified production method is dis- 
closed and the transistor produced thus is embodied 
such that the semiconductor colunms (2) are embed- 
ded in a first and a second insulation layer (3, 5), be- 
tween which a metal layer (4), running to the outside 
as a gate contact, is arranged, the ends of which, ex- 
tending upwards through the second insulation layer 
(5), are pardy converted into an insulator (6). or partly 
removed and replaced by an insulation material. 



(57) Zusammenfassiing: Es ist bereits ein Feldeffekttiansistor vorgeschlagen worden, bei dem sich zwischen einem Source- und 
einem Drainkontakt mindestens eine vertikal ausgerichtete Halbleiters^ule mit einem Durchmesser im Nanometerbereich befindet, 
die unter Belassung eines Isolatlonsabstandes ringfc5rmig von einem Gatekontakt umgeben ist Voigeschlagen wird ein vereinfachtes 
Herstellungsverfahren. Der so hergestellte Transistor ist so aufgebaut, dass die Halbleitersaulen (2) in eine erste und eine zweite 
Isolierschicht (3, 5) eingebettet sind, zwischen denen sich eine als Gatekontakt nach aussen gefUhrte Metallschicht (4) befindet, deren 
^ nach oben durch die zweite Isolierschicht (5) hindurchtretenden Enden teilweise in einen Isolator (6) umgewandelt oder teilweise 
entfemt und durch ein Isoliermaterial aufgefUllt sind. 
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